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TO-252-3L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol
Min Max Min Max
A 2.200 2.400 0.087 0.094
Al 0.000 0.100 0.000 0.004
0.900 1.250 0.035 0.049
b 0.500 0.840 0.020 0.034
c 0.430 0.570 0.017 0.023
D 6.350 6.700 0.250 0.264
D1 5.200 5.400 0.205 0.213
E 5.400 6.200 0.213 0.244
2.300TYP 0.091TYP

el 4.500 4.700 0.177 0.185
L 9.500 10.300 0.374 0.406
L2 1.400 1.600 0.055 0.063
L3 0.600 1.000 0.024 0.039
\Y 3.800REF 0.150REF
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